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新聞稿
Ramtron推出首款2百萬位元串列F-RAM記憶體
高密度F-RAM採用微型封裝，具有更大的資料收集能力，
可替代要求低功耗的小型系統中之快閃記憶體
世界頂尖的非揮發性鐵電記憶體 (F-RAM) 和整合半導體產品開發商及供應商Ramtron International Corporation推出業界首款的2百萬位元 (Mb)、採用8腳TDFN (5.0 x 6.0 mm) 封裝的串列F-RAM記憶體。FM25H20 以先進的130奈米 (nm) CMOS製程生產，是一款高密度的非揮發性F-RAM記憶體，它以低功耗操作，並且具有高速串列周邊介面 (SPI)。這款3V、2Mb串列F-RAM器件可以最大的匯流排速度寫入，具有幾乎沒有限制的耐用性，更大的資料收集能力，及採用微型封裝，這些使得系統設計人員能夠在計量和印表機等高級應用中減少成本和板卡空間。
FM25H20是低功耗和最小板卡空間精密電子系統中串列快閃記憶體的理想替代產品。這些應用包括可攜式醫療設備如助聽器等，實際上，它們是微型資料處理器，但受到空間有限及功耗低的限制。與快閃記憶體相比，F-RAM的優勢包括可以大幅降低工作電流、寫入速度更快、寫入耐用性更比快閃記憶體高出多個數量級。
Ramtron 戰略市場拓展經理 Duncan Bennett 表示：“對於那些需要在其新一代應用中提高資料收集能力，卻不想增加板卡空間的計量和印表機客戶而言，這款 2Mb 串列 F-RAM 是自然的產品延伸。FM25H20 在占位面積一樣小的情況下，為 50 萬位元串列 F-RAM 客戶提供高達四倍的存儲能力。除提升現有系統外，這種技術的發展還推動 F-RAM 得以進入多個需要低功耗記憶體而空間嚴重受限的新興市場，如可攜式醫療設備等。”
產品特點
FM25H20是一款採256K x 8位元安排的非揮發性記憶體，以高達40MHz的匯流排速度進行讀寫操作，具有幾乎沒有限制的耐用性、10年的資料保存能力，以及低工作電流。該器件具有工業標準的SPI介面，優化了F-RAM的高速寫入能力。FM25H20還具有軟體和硬體防寫入功能，能避免意外的寫入與資料損壞。
這款2Mb串列F-RAM以低功耗工作，在40MHz下讀/寫操作的耗電低於10mA，待機狀態下耗電為80µA (典型值)，超低電流睡眠模式下耗電為3µA (典型值)。FM25H20與同效的串列快閃記憶體器件接腳相容，並且具備快速存取、高耐用性和低工作電流等特性，比快閃記憶體更有優勢。該器件在整個工業溫度範圍內 (-40℃ 至+85℃) 、在2.7至3.6V電壓下工作。要瞭解有關FM25H20更詳細的資訊，請訪問網站：www.ramtron.com/products/nonvolatile-memory/serial-product.aspx?id=100。
關於先進的130奈米製程
 FM25H20以德州儀器已被驗證過的130奈米 (nm) CMOS製造製程為基礎。在標準CMOS 130 nm邏輯製程內嵌入非揮發性F-RAM模組，僅使用了兩個額外的光罩步驟。
供貨
FM25H20的樣品已在供應中，並採用符合RoHS要求的8腳TDFN封裝，與8腳SOIC封裝器件的占位面積相當。
關於Ramtron International

Ramtron International 總部設在美國科羅拉多州Colorado Springs市，是專門設計、開發和銷售專用的半導體記憶體和整合半導體解決方案的無晶圓廠半導體公司，產品廣泛用於各種應用和全球市場。要瞭解更多資訊，請訪問公司網站www.ramtron.com。
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